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symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vpcabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols gnd signs
approved by the IEC for general use, redders are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: |Graphical
symbols for use on equipment. Index, suyvey and
compilation of the single sheets and |IE¢ 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*  Voir adresse «site web» sur la page de titre.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Sixiéme partie: Thyristors

Sectlon deux Specn‘lcatlon partlcullere cadre pour Ies

Dans le but d’encourager I'unificatioriinternaticnaie, I§ CElaxp! Id\voeu que tous les Comités
adoptent dans leurs régles nationales\je texte de la xgcommandation de ia CEl, dans la mes
conditions nationales le permettent. Tolite diverge 9 afecommandation de la CEl

ignte

s par des
lexpriment

s par les

nationaux
re ou les
la regle

nationale correspondante doit, dans (la mesure du\possible, étre indiquée en termes clairs dans cette

derniére.

on particuliére cadre pour les thyristors triodes bid
ambiante ou a température de boitier spécifiée, jusqu

la CEl:

Irection-

'a 100 A.

e est issu des documents suivants
Régle des Six Mois Rapport de vote
47(BC)986 47(BC)1099

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéme CEI| d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IEQC).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices
Part 6: Thyristors

Section Two — Blank detail specification for bidirectional triode

1) The fdq
which

Comnjittees in that sense. :

3) In order to promote international unificatign, the IEC expfessesith s| at all National Committpes
should adopt the text of the IEC recommendatijon for their natighalules in go far as national conditions will
permif. Any divergence between the IEC recommendation.and the cofresponding national rules should/ as
far as| i

This In
Semico

This std i - : ¢ation for bidirectional triode thyristors (triacs), ambi-
ent or ¢| - :

The tex i is based on the following documents:
Six Months’ Rule Report on Voting
47(C0)986 47(C0)1099

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Report indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Autres publications de la CEl citées dans la présente norme:

Publications nos  68-2-17 (1 978):' Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
Deuxidme partie: Essais, Essai Q: Etanchéité.

191-2 (1966):  Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs. Deuxidme
partie: Dimensions. (En révision.)

747-6 (1983):  Dispositifs 4 semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés.
Sixiéme partie: Thyristors.

747-10 (1984):  Dixidme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et
les circuits intégrés.

ifs discrets.

747-11 (1

749 (1984):  Dispositifs & semiconducteurs — Essais mécani ques.

Q@
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Other IEC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 68-2-17 (1978): Basic Environmental Testing Procedures. Part 2: Tests, Test Q:
Sealing.

191-2 (1966): Mechanical standardization of semiconductor devices. Part 2:
Dimensions. {Under revision.)
747-6 (1983): Semiconductor devices. Discrete devices and integrated circuits. Part
6: Thyristors.
747-10 (1984): Semiconductor devices. Part 10: Generic specification for discrete
devices and integrated circuits.

747-11(1985). Semiconductor devices. Part 11: Sectional specification for discrete
devices.

749 (1984):  Semiconductor devices. Mechanical and climatic teg

Q@
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Sixiéme partie: Thyristors
Section deux — Spécification particuliere cadre pour les

thyristors triodes bidirectionnels (triacs), a température ambiante
ou a température de boitier spécifiée, jusqu’a 100 A

INTRODUCTION

Le Systéeme CEIl d'assurance de la qualité des composants éle i ti conformé-

8.8 3 Jooédures
. un pays
participant comme étant conformes aux exigences d’'un or\a galement

tte spécification particuliére cadre fait parti¢ e séri Es cadres
& uivantes
la CEL

747-10/QC 700000 (1984): itifs 2 Semiconducteurs, Dixiéme partie: Spgcification
générique pour les dj 7

¢ ur cette page et les pages suivantes corresporjdent aux
e portées dans les cases prévues a cet effet.

[RICNuméroIECQ de la spécification particuliére.
[38Y Numéros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.

[4] Numéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toute autre information
requise par le systéme national.

Identification du composant

[5] Type de composant.

[6] Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif peut avoir
plusieurs applications, cela doit étre indiqué dans la spécification particuliére. Les caractéristi-
ques, les limites et les exigences de contrble relatives a ces applications doivent étre
respectées. Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions
nécessaires & observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliere.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 6: Thyristors

Section Two — Blank detail specification for bidirectional triode
thyristors (triacs), ambient or case-rated, up to 100 A

INTRODUCTION

devices|and should be used with the following

747-10/QC 700000 (1984): Semiconduttor device
devigces and integrated circyits.

747-11/QC 750000 (198
deviges.

Required informa@

Numbers shown in by Qg ollowing pages correspond to the following items of

requireq gred in the spaces provided.

Identification
11 Th e ional Standards Organization under whose authority the detail spegifi-
cati

2 aher of the detail specification.
[3] The'numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.

[4] The national number of the detail specification, date of issue and any further information
required by the national system.

Identification of the component

[5] Type of component.

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to satisfy
several applications, this should be stated in the detail specification. Characteristics, limits and
inspection requirements for these applications shall be met. If a device is electrostatic sensitive,
a caution statement should be added in the detail specification.
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[7] Dessin d’encombrement et/ou référence aux documents correspondants pour les
encombrements.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité.

[9] Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la
comparaison des types de composants entre eux.

@%
S

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés a guider le rédacteur
de la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.}

[Dans toute cette norme, lorsqu’une caractéristique ou une valeur limite s’applique, «x» signifie
qu’une valeur est a introduire dans la spécification particuliere.]
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{71 Outline drawing and/or reference to the relevant document for outlines.

[8] Category of assessed quality.

[9] Reference data on the most important properties to permit comparison between component
types.

@C@@
S

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to the
specification writer and should not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, "x" denotes that a value shall
be inserted in the detail specification.]
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[Nom (adresse) de fONH responsable [1]
(et éventuellement de I'organisme auprés
duquel la spécification peut étre obtenue).]

QC 750111-XXX 2
[N° de la spécification particuliére
{ECQ, plus n° d'édition et/ou date.}

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE [31
CONTROLEE CONFORMEMENT A:

Spécification générique: Publication 747-10/QC 700000
Spécification intermédiaire: Publication 747-11/QC 750000

[Numéro national de la spécification particuliére.] 4]
[Cette case n'a pas besoin d'étre utilisée si le numéro
national est identique au numéro |IECQ.]

[etméférercesTrationates siettes-sontdifférentest:

SHECIFICATION PARTICULIERE POUR:
[Numéro(s) de type du ou des dispositifs.]

Rdnseignements & donner dans les commandes: voir Y'article 7 de cette norme)

il

1| Description mécanique

CEl 191-2... [obligatoire si disponible] et/ou

Rﬂférences d‘encombrement:
nationales [s'il n’existe pas de dessin CEl).

Dagssin d’encombrement
[pqut étre transféré, ou de
a ljarticle 10 de cette no

mes; y compris les

Marquage: {iettres et chiffres, ou code de couleurs].
[La spéctification particulidre doit indiquer les informations

el

atériau semiconducteur: [Si]
Encapsulation: [boitier avec ou sans cavité].

3 Catégories d’assurance de la fjualité

[A choisir dans le paragraphe 2.6 de la [8]
spécification générique.]
Données de référence )]

4 marquer sur le dispositif.]

[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification générique et/ou
l'article 6 de cette norme.]

[Indication de la polarité, si I'on utilise une méthode spéciale.]

Se reporter  la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants conformes a

cette spécification particulidre sont homologués.
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[Name (address) of responsible NAI
(and possibly of body from which specification
is available).]

i1l

QC 750111-XXX
[Number of IECQ detail specification
plus issue number and/or date.]

2]

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

Generic specification: Publication 747-10/QC 700000
Sectional specification: Publication 747-11/QC 750000

18]

[National number of detail specification.]
[This box need not be used if national number
repeats IECQ number.]

4]

[and natioqatTeferarces if different}:

DETAIL SPECIFICATION FOR:
[Type number(s) of the relevant device(s).]
Ordering information: see clause 7 of this standard.

T

1 Meghanical description

2 hofb?es Bfoq\>

Outline refprences:
IEC 191-2].. [mandatory if available] and/or
national [ifthere is no IEC outline].

Outline drgwing
[may be transferred to or given
clause 10 ¢f this standard].

ntification
wing pin a

Terminal i
[Drawing
symbols.]

Marking: [letters ‘and figures, or colour code].
[The detail specification shall prescribe the information to be

el ;

ional
t or cas tated upto 100 A.

Qe icopductor material: [Si]

En ulation: [cavity or non-cavity].

3 Categories of assessed quality

[From subclause 2.6 of the generic specification.] 8l

Reference data 9]

marked on the device, if any.]

[See subclause 2.5 of generic specification and/or clause 6
of this standard.]

[Polarity indication, if spec|al method is used.]

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current

Qualified Products List.
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4 Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf spécification
contraire.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les valeurs
supplémentaires éventuelles a P'endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a l'article 10 de cette norme.]

. FLJ N\ Valqur
agraphe Paramétres Sy
/ rhhl max.
41 Température de fonctionnement ambiante ou de boftier am\ \.\/ X
4.2 Températures de stockage ig X
S'il y a lieu, température virtuelle (équivalente) de jonction X
43 Tensions: [Toute condition telle que temps, fréque! \
température, méthode de montage, etc., doit étre’spéci
{(Voir note 1 & l'article 5.)
431 Tension de créte a I'état bloqué DWM X
432 Tension de pointe répétitive Vorm X
433 6pé Vosm x
44
44.1 [— x
442 Leam x
443 Lsm x
mi-période (10ms & 50 Hz ou 8,3 ms a 60 Hz),
tion consécutive de la tension & I'état bloqué.
444 liou, vitesse critique de croissance du courant a I'état didt X
passant.
445 Pour les dispositifs & température de boitier spécifiée seulement:
Valeur 1°T 6 onde sinusoidale, durés 10 ms (50 Hz)y ou Tt
8,3 ms (60 Hz):
a) sans application consécutive de la tension inverse, pour b
une température initiale de jonction Tv] = T(,,])max.
b) avec application consécutive de la tension inverse b
VowmMax., pour une température initiale de jonction
TM) =25°C.
45 Valeurs limites de géchette: [Toute condition telle que temps,
fréquence, température, méthode de montage, etc., doit &tre
spécifide.]
451 Puissance de pointe dissipée sur la géchette. Poy X
452 Puissance moyenne dissipée sur la gachette Py (AV) X
46 Valsurs limites mécaniques
Couple au montage (si applicable). X
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4 Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range, unless otherwise specified.

[Repeat only subclause numbers used, with the title. Any additional values should be given at the
appropriate place, but without subclause number(s).]

[Curves should preferably be given under clause 10 of this standard.]

Subdl Je P Symbol [ ale
au arameters ymbo /\\ - A\
min. N omax.

41 Operating ambient or case temperature T mblcads J XQ X
4.2 Storage temperatures o X

Virtual junction temperature, if required T(vn N > X
43 Voltage: [Any condition such as time, frequency, temperature, < \

mounting method, etc., shall be stated.]

(See note 1 of clause 5.) >
43.1 Crest working off-state voltage M X
43.4 Repetitive peak off-state voltage Vor x
438 Non-repetitive peak off-state voltag X
44 Currents: {Any cordition such as time, ¥

mounting method, etc., shall be staté

(See note 1 of clause 5.)
4.4.1 [ x
44 frem X
44 hrsm X
444 dirdt X
44.5 For case-rated devices only:

¢ value-sinuseidal waveform;for10-ms{60-Hz)-or 24

8,3 ms (60 Hz):

a) without reapplication of the reverse voltage, initial X
junction temperature Topy = T, jymax.
b) with reapplication of the reverse voltage V,,,,,ymax., X
initial junction temperature TM) =25°C.

45 Gate rating: [Any condition such as time, frequency, temperature

mounting method, etc., shall be stated.}
451 Peak gate power dissipation. Pau X
452 Average gate power dissipation Pq (AV) X
46 Mechanical ratings

Mounting torque (if applicable). X
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courant pour un triac
passant en fonction

IT(RMS)
/ Point de cassure
1
'
1
1
|
f
!
[
1
i
1
1 Ta case
L N —»>
Tor = Teaseure Falbrcase (02X-)
CEI 195191
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h(rms)

Break point

/

ambicase

Ty = Tbroak Tbr easefaX-)

IEC 195191



https://iecnorm.com/api/?name=52a03e83ef78158901677497a5252158

-16-

5 Caractéristiques électriques

747-6-2 © CEI

Se reporter a I'article 8 de cette norme pour les exigences de contréle.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les caractéristiques
supplémentaires éventuelles & 'endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliére, il convient
d'indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant de répéter les
valeurs identiques.]

—

lles courbes doivent de préférence figurer a l'article 10 de cette norme.

2\ (\
Caractéristiques et conditions & ot \/
arT, ,ouT, =25°C o { .
Paragraphe sauf spécification contraire (voir article 4 de la mbo N"‘i 2 ax Essay
spécification générique) (voir note 1) /1 \ )

5.1 Tension a I'état passant: Valeur maximale pougun of \) x A2b

courant de pointe égal 4 deux fois la valeur ligite

du courant efficace a I'état passant I.l.(R
52 Courant & l'état bloqué: Yaleu 6

valeur limite de la tension dg

létat bloqué Vo

- a2s°C . lomt X A2b

— & une température éleyée s Iomz X A3
53 Iy X C2a
54 L X C2a
565 st X A2b
56 Var X A2b
57 Veo X Ad
5.8 dvidt(com) X A4
59 gsse critique de croissance de la tension de dv/dt X

J'état bloqué: s'il y a lieu: Valeur maximale
5.10 Dissipation de puissance totale: Courbe de la P,

dissipation de puissance totale maximale en fonction

du courant efficace a I'état passant et de 'angle de

conduction
5.11 Résistance thermique: (si TM) est spécifiée au ch(]—c) X

paragraphe 4.2)

NOTE 1 — Les valeurs limites et les caractéristiques sont basées sur le fonctionnement symétrique du dispositif et,
par conséquent, sur des valeurs limites pour chaque sens de fonctionnement. Si une caractéristique dépend du mode

de déclenchement par la gachette, le ou les modes correspondants doivent étre spécifiés.
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5 Electrical characteristics
See clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Repeat only subclause numbers used, with title. Any additional characteristics shouid be given at
the appropriate place but without subclause number.]

[When several devices are defined in the same detail specification, the relevant values should be
given on successive lines, avoiding repeating identical values.]

[Curvesshould preferably be given under clause 10 of this standard.]

A\ (-\
Characteristics and conditions % ; \\’\>
aT  oT __ =26°C N
amb caso
Subclaue unless otherwise specified (see clause 4 of the Sy min mak Jeste
generic specification) (see note 1) /\\ () ’

51 On-state voltage: Maximum value at the peak current - \ \;) A2b

corresponding to two times the rated maximum r.m.s. \/>

on-state current IT(RMS)
52 Off-state current: Maximum valug/at rated ive G

peak off-state voltage V).

- at25°C ' M1 X A2b

— ata specified high temperatur Q Ikea X A3
53 axi s x c2a
54 I X C2a
55 - X A2b
56 Var X A2b
57 Veo X A4
6.8 < dvidf{com) X Ad
59 of rise of off-state voltage: dvidt X

where appropriate: Maximum value
5.10 Total power dissipation: The maximum total power Pt

dissipation graph as a function of the r.m.s. on-state

current and conduction angle
5.11 Thermal resistance: (if 7'M) is specified in R!h(j—c) X

subclause 4.2)

NOTE 1 — The ratings and characteristics are based upon symmetrical operation of the device and therefore upon
limiting values for either direction of operation. If a characteristic is sensitive to the gate triggering mode, the mode(s)
applicable shall be specified.
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6 Marquage

[Préciser ici tous les renseignements particuliers autres que ceux de la case [7] (article 1
paragraphe 2.5 de la spécification générique.]

7 Renseignements a donner dans les commandes

) et/ou du

[Sauf spécification contraire, les renseignements suivants constituent le minimum nécessaire pour

passer commande d’un dispositif donné:

— référence précise du modéle (et valeur de Ta tension nominale, si nee
-~ référence IECQ de la spécification particuliére avec numéro d’éditi

méme spécification;
— toute autre particularité.]

©

Conditions d’essai et exigences de contréle

[

=

_—

[%2]

p—

par la méme spécification particuliére, i
orrespondantes sur des lignes successives,

Q

llorsque plusieurs
indiquer Ié } i
ant que possijis

gros de paragraphe donnés en référence dans o

selon le

conditions

| it 0ssaj antes doit étre fait lors de la rédaction de la

convient
n évitant

b qui suit

générique; les méthodes d'essai sont indiquées dans l'article 4 de la

ELON LA

[POUR LE GROUPE A, LE CHOIX ENTRE LES SYSTEMES NQA OU NQT EST A FAIRE DANS

LA SPECIFICATION PARTICULIERE]
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6 Marking

[Any particular information other than that given in box [7] (clause 1) and/or subclause 2.5 of the
generic specification shall be given here.]

7 Ordering information

[The following minimum information is necessary to order a specific device, unless otherwise
specified:

y other particulars.]
8 Testconditions and inspection requirements

[They are given in the following tables, wi

all
be specified as required for a given type, a i

cation.]

[The chagice between alternati and te N3 jon
is written.]

[When several devi are /or
values ghould be %:} ; cal
conditiofis and/or valifes

Throughout the follo ce-10 subclause numbers is made with respect to the generic
specificgtion u i ed and test methods are quoted from clause 4 of the sectiopal
specificatiop

[FOR SAMPL L ENTS, EITHER REFER TO, OR REPRODUCE, VALUES OF SUB-
CLAUSE 3.7 <OF SECTIONAL SPECIFICATION, ACCORDING TO THE APPLICABLE

CATEGORY(IES) OF ASSESSED QUALITY]

[FOR GROUP A, THE CHOICE BETWEEN THE AQL AND THE LTPD SYSTEM SHALL BE
MADE IN THE DETAIL SPECIFICATION.]
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GROUPE A
Contréles lot par lot
Aucun essai n'est destructif (3.6.6)
Conditionsa T, ouT_ . =25°C| Limites des exigences
Examen ou essai Symbole | Rétérence sauf spécification contraire de contrdle
(voir article 4 de la spécification min max
générique)
Sous-groupe A1
Examen visuel externe 4211
Bous-groupe A2a
Dispositifs inopérants
ax.]
1x.}
icatioh contraire)
Bous-groupe A2b {Voir note 2]
['ension de pointe a I'état Vin T-101 X
bassant (méthode en
mpulsions)
N4
Courant de pointe a I'état foms 03 X
bloqué \
Courant d’'amorgage st -1 OQ X
bar la gachette <\(\
. N
Fension d‘aw@ % VQ\ 102/|  [Conditions du cirouit de x
achette achette
? /\ APENNIN - g ]
ous-groupe \/>
urant d inte a Rétal Iomz T-103 [Voir note 2]
loqué Vpru = [valeur limite] X
aN . T= [T a0 Max. ou Ty, max.}
Bous: \/
Vitesse ctiti dvid(com)| T-118 [Voir note 2] X
¢roissance de la ion de Courant de pointe & I'état
pommutation passant = [ V2 fois la valeur
lirnite-du-courant officaco-d
I'état passant "r(nus;""ax'l
T=[T 4 max.ou T . max]
Tension de non-amorgage Vap T-110 Vpru = [valeur limite] X
par la géchette [Conditions du circuit de
géchette]
T=[T_,,, max.ou T max]

NOTE 2 — Les polarités de la gachette et de la borne principale 2 doivent étre spécifiées pour les sous-groupes A2,
A3, A4. Si une caractéristique dépend du mode de déclenchement par la gachette, le ou les modes applicables doivent

étre spécifiés.
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GROUP A
Lot-by-lot

All tests are non-destructive (3.6.6)

Conditionsat T, or T_, . =25°C| Inspection requirement

case

Inspection or test Symbol | Reference unless otherwise specified limits
(see clause 4 of the generic . ax
ffication) min. max.
Sub-group A1
External visual examination 4211

Sub-group A2a
Inoperatjve devices

Sub-group A2b [See note 2]
Peak ontstate voltage Viu T-101 Peak current i X
{pulse method) V2 times t
r.m.s
A N (\ A
Peak offt-state current foms T-1 03\ ¥>D\M\\[rat§q]\\j X
Gate trigger current T-109 \@3 X

S
o

1 0& \@e circuit conditions] X
A

Gate trigger vdltage Q
N

case

A R T=[T ., max.or T . max]

AN
Sub-gropp A3 \“;
Peak offfstate current k < [See note 2]
<\\ > Vopy = lrated] X
N

Sub-gro|
Critical
comm!

>d vidt(com)| T-118 [See note 2] X
Peak on-state current = [corres-

ponding to VZ times the rated

maximum r.m.s. on-state current

hamsymax]

T= [T, e max.or T max.]

Gate non-trigger voltage V, T-110 Vi = [rated] X
ngg GD DRM
[Gate circuit conditions]

T=[T_,,, max.or Tamb max.)

NOTE 2 - For sub-groups A2, A3 and A4, the polarities of the gate and main terminal 2 shall be specified. If a
characteristic is sensitive to the gate triggering mods, the mode(s) applicable shall be specified.
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GROUPE B
Contréles lot par lot

(dans le cas de la catégorie 1, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)
LIS = limite inférieure de la spécification

} du groupe A
Lss limite supérieure de la spécification

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Conditionsa T, ou T =25°C | .o uoc dos exigences

case

sauf spécﬁmon contraire de contrdle

— Examenouessai | Symbole [Référence | -
générique) (1 win, max.
Bous-groupe B1
Dimensions 422 ir, adticle \de
Annexe B eettsnhonne]
AN
Bous-groupe B3 \
Pliage (D), si applicable 749 Force = [voir 7. as dé détérioration
1se|on 'encapsulation) 12
ous-groupe B4 \>
oudabilité, 749 Etamage corredt
it s A
ous-groupe BS \
ariations rapides de Ty, = _nom -] cycles
mpérature, i, 1
uivies de: Q Comme ifio]
) Pour les dispositifs
sans cavité
Essai cyclique de ( 74 Essai/ Db, variante 2,
chaleur humide ( ) 1,4 sévérité = 55 °C, nombre de cycles =
vec les mes @ aley: P
tension de'pol . Comme en A2b 1,1LSS
Il
o \&/> Comme en A2b 2Lss
749 Paragraphes 7.2, 73 ou7.4
,7 combinés avec l'essai QC, 68-2-17
Viu Comme en A2b 1,1LSS
T courant de pointe a bom1 Comme en A2b 2Lss
— T'étatbloqué
Sous-groupe B8
Endurance électrique (168 h) 747-6,V | Vpwm = [valeurlimite], [a 50 Hz
ou 60 Hz], température = [maximale),
[blocage en alternatif ou durée en
fonctionnement avec ll'(RMS) =20 %
ou 50 % de L (RMS) max.]
avec les mesures finales:
— tension de pointe & Viu Comme en A2b 1,1LSS
I'état passant
— courant de pointe & fomy Comme en A2b 2Lss
I'état bloqué

Sous-groupe RCLA Informations par attributs pour B3, B4, B5 et BS.
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GROUP B
Lot-by-lot

(in the case of category 1, see the generic specification, subclause 2.6)

LSL
usL

]

lower specification limit

upper specification limit

} from group A

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

or T =25°C

Conditions at T, or 7_, o Inspection requirement
i i R unless otherwise speclﬂedc limits
ngpection-or-test ’ sleronce | s crauUsE 4 ot tha genatt
specification) in.” N\ max.
Sub-grolp B1 N
Dimensipns 422 clause-1
Sub-groyp B3
BendingEé), where applicable 749 Force = [see 749, i, 1 NdNo.dam
(depending on encapsulation) 12
Sub-grotp B4 §3>
Solderahility, 749 [As spjif'zéx ood wetting
where applicable 1,21 (\
AN N
Sub-groyp B5 N \'%/
Rapid change of temperature 749 >§ =\gumber of cyc
i, 1
followed|by:
a) For non-cavity
devies
- Danjp heat, cyclic (D)

[

measurem

severity = 55 °C, number of cycles =

& :
with fina e )
— peak on-state volta >s in A2b 1,1USL
— peak off-state currefit <k\ As in A2b 2uUst
b) Forf \>
—  Seali 749 Subclauses 7.2,7.30r7.4
M7 combined with test QC, 68-2-17
with fina
- P Vim As in A2b 1,1USL
- pealr offstate current Tom As in A2b 2usl
Sub-group B8
Electrical endurance (168 h) 747-6,V | Vo = [rated], [at 50 Hz or 80 Hz],
temperature = [maximum rated],
[A.C. blocking or operating life with
IT(RMS) =20% or
50 % of L (RMS) max.]
with final measurements:
- peak on-state voltage Vim Asin A2b 1,1USL
—  peak off-state current lom As in A2b 2UsSL

Sub-group CRAL

Attributes information for B3, B4, B5 and BS.
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GROUPE C
Contrbles périodiques
LIS = limite inférieure de la spécification
du groupe A
LSS = limite supérieure de la spécification

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Conditionsa 7,  ouT =25°C Limites des exigences

case

___Examenouessai | Symbole | Référence | sauf spécification contraire de contrdle
(voir article 4 de la spécification (’\N\
R in. max.
générique) A
Pous-groupe C1
Dimensions 422 [Voirartiele 1

Annexe B \K nowre}

$ous-groupe C2a N > N

Courant de maintien Iy T-107 | Tension a I'état ué [

[voir note 4] sauf indi n
Conditiofis dy-circuit'dé g tte
~
Courant d’accrochage i -108 | Tensi \M’y bl Vo=]i2V, X
[Moir note 4] sauf indicatioq ¢ontraire

\CQnd‘ nsdusircuit de gachette

D

ous-groupe C2b
rant de gachette ot T-10 ons inte a I'état bloqué X
‘amorgage < /7 % = [12\, ¥auf indication contraire]
Tension d’amorgage parla E\T T-109 Mns du circuit de gachette] X
( g = 0
10}‘/ [Voir note 2]
Vory = Ivaleur limite] X
T = [T g Max.ou T . max.]

T-106 bsm = [valeur limite]

v =
T = [T g0 Max.ou T, . max.] X

T-110 | Commedans A4

T 404
o4

bes=—{valourlimite]
accidentelle a I'état passant [Une seule impulsion de tension semi-
sinusoidale sans application

consécutive de la tension a I'état
bloqué.]
T =T,

ase Max.ou T max.]

NOTE 4 — Pour cet essai, les polarités de la gachette et de la borne principale 2 doivent étre les mémes que celles
spécifibes pour [/V;; dans le sous-groupe A2b.


https://iecnorm.com/api/?name=52a03e83ef78158901677497a5252158

747-6-2© IEC -25-

GROUP C
Periodic

LSL
UsL

lower specification limit
from group A

upper specification limit

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

Conditionsat T, or T, . =25°C Inspection requirement

case

lmpﬂmmt—mm—unww limits
- (see clause 4 of the generic 4
specification) A N
Sub-groyp C1 v
Dimensigns 422 < [ use of
ondix B \Qs rd]
App 4(\\

Sub-grodp C2a A \
Holding qurrent Iy T-107 Off-state voltage V,, =1 X
[see notq 4] unless otherwise

Gate circuit conditiol

Latching [current L T-108
[see notq 4]

Sub-groyp C2b
Gate trigger current

T-109 Ped state‘voltage X
N Vo= unless o ise stated]
—1% [ Wndmons] X
k
N

I?\
Var
: v \\E
Peak off-state currentQ M T-1 ote 2]
<\ 5 = [rated] X
T=

T g Max.or T max.]

Gate trigger voltage

>\/
T-106 V = [rated]
[ca“max or T, max] X

T-110 Asin Ad4

H
-th
4

frsw—trated]

[One single pulse of half-sine wave,
without reapplication of off-state
voltage.]

ctirrent "TSM

= [T 450 Mmax.or T, . max.]

case

NOTE 4 — This test is to be performed for each of the polarities of the gate and main terminal 2 specified for //Vj;
in sub-group A2b.,
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